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23 W (pat) 9/20 Verkindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 102 108.3

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 8. Méarz 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Stré3ner sowie der Richter Dr. Friedrich, Dr. Zebisch und Dr. von Hartz

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2022:080322B23Wpat9.20.0



1. Der Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse HO1L des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 6. Februar 2020 wird aufgehoben.

2. Es wird ein Patent erteilt mit der Bezeichnung ,CoWoS-Drei-
schichtstruktur”, dem Anmeldetag 7. Februar 2016 unter Inanspruch-
nahme der Prioritat US 62/260,832 vom 30. November 2015 und der
Prioritat US 15/007,714 vom 27. Januar 2016 auf der Grundlage folgen-
der Unterlagen
- Patentanspriche 1 bis 10;

- Beschreibung Absétze [0001] bis [0040] jeweils Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung vom 8. Marz 2022;

- 11 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 11, eingegangen im Deut-
schen Patent- und Markenamt am 1. Mérz 2016.

Griunde

Die vorliegende Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2016 102 108.3 und
der Bezeichnung ,,CoWoS-Dreischichtstruktur” wurde am 7. Februar 2016 unter In-
anspruchnahme der US-amerikanischen Prioritaten 62/260,832 vom 30. November
2015 und 15/007,714 vom 27. Januar 2016 im Deutschen Patent- und Markenamt
in englischer Sprache angemeldet. Gleichzeitig mit der Anmeldung wurde Prufungs-
antrag gestellt. Am 29. Februar 2016 wurde eine deutsche Ubersetzung eingereicht,
die mit der Offenlegungsschrift DE 10 2016 102 108 A1 am 1. Juni 2017 veréffent-

licht wurde.

Die Prufungsstelle fur Klasse HO1L hat im Priufungsverfahren auf den Stand der

Technik gemal folgender Druckschriften verwiesen:



D1 US 2013/0 292 846 A1,

D2 US 7 701 057 B1,;

D3 US 8 993 377 B2,

D4 US 2009/0 322 364 A1,

D5 US 2015/0 262 909 Al und
D6 US 2014/0 092 574 A1l.

Sie hat in einem Bescheid vom 14. September 2016 und einem Ladungszusatz vom
9. September 2019, sowie in einer Anhérung am 6. Februar 2020 ausgefuhrt, dass
die jeweils mit den selbstandigen Ansprichen beanspruchten Gegenstande man-

gels Neuheit oder erfinderischer Téatigkeit nicht patentfahig seien.

Die Anmelderin hat dem in ihren Erwiderungen vom 12. Mai 2017 und 10. Januar
2020, sowie in der Anhérung am 6. Februar 2020 ausfuhrlich widersprochen, wobei
sie jeweils neue Anspruchssatze eingereicht hat, zuletzt in der Anhérung, wo sie

sechs Anspruchssatze als Hilfsantrage 1 bis 6 Uberreicht hat.

Als Ergebnis der Anhérung am 6. Februar 2020 hat die Prufungsstelle die Anmel-
dung am Ende der Anhérung zurtickgewiesen. Die schriftliche Begriindung der Zu-
rickweisung wurde der Anmelderin mit Anschreiben vom 11. Februar 2020 am 17.
Februar 2020 zugestellt. In dieser Begrindung hat die Prufungsstelle ausgefuhrt,
dass die Gegenstande der Anspriche 1 gemal Hauptantrag sowie der Hilfsantrage
2 und 3 gegeniber der Druckschrift D4 nicht neu seien (8 3 PatG). Die Gegenstande
der Ubrigen Hilfsantrage beruhten ausgehend von Druckschrift D4 auf keiner erfin-
derischen Tatigkeit des Fachmanns (8 4 PatG), so dass sie alle nicht patentfahig
seien (8 1 Abs. 1 PatG).

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 17. Marz 2020, am
selben Tag elektronisch im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, Be-

schwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 13. August 2020 begrindet hat.



In der mundlichen Verhandlung am 8. Méarz 2022, zu deren Beginn der Senat dem

Vertreter der Anmelderin die Druckschrift

D7 US 2007/ 0 013 080 A1

als weiteren relevanten Stand der Technik Uberreicht hat, wurde ein neuer Satz Pa-
tentanspriiche erarbeitet, den der Vertreter der Anmelderin in der Folge gemeinsam

mit einer Uberarbeiteten Beschreibung eingereicht hat. Er hat daraufhin beantragt:

1. den Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse HO1L des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 6. Februar 2020 aufzuheben;

2. ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung ,,CoWoS-Dreischichtstruktur”, dem
Anmeldetag 7. Februar 2016 unter Inanspruchnahme der Prioritat US
62/260,832 vom 30. November 2015 und der Prioritat US 15/007,714 vom 27.
Januar 2016 auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentanspriche 1 bis 10;

- Beschreibung Absatze [0001] bis [0040], jeweils Uberreicht in der mind-
lichen Verhandlung vom 8. Marz 2022;

- 11 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 11 eingegangen im Deutschen

Patent- und Markenamt am 1. Marz 2016.

Der in der mundlichen Verhandlung eingereichte Anspruch 1 lautet mit bei unveran-

dertem Wortlaut eingefugter Gliederung:

»L. Package mit:

1.1 einem ersten, zweiten, dritten, vierten und flnften IVR-Chip (24A, 24B,
24C, 24D, 24E),

1.2 wobei die IVR-Chips (24A, 24B, 24C, 24D, 24E) jeweils Metallsédulen

(40) auf ihren Oberseiten aufweisen;



1.3 einem ersten Verkapselungsmaterial (44), das die IVR-Chips (24A,
24B, 24C, 24D, 24E) einkapselt, wobei das erste Verkapselungsmate-
rial (44) eine Oberseite hat, die mit Oberseiten der Metallsaulen (40)
koplanar ist;

1.4 einer Vielzahl von Umverteilungsleitungen (48) Uber dem ersten Ver-
kapselungsmaterial (44) und den IVR-Chips (24A, 24B, 24C, 24D, 24E),
wobei die Vielzahl von Umverteilungsleitungen (48) mit den Metallsau-
len (40) elektrisch gekoppelt ist;

1.5 einem ersten Kernchip (52A), einem zweiten Kernchip (52B) und einem
Eingabe-/Ausgabechip (52C), die die Vielzahl von Umverteilungsleitun-
gen (48) Uberlappen und mit diesen verbunden sind;

1.6 einem zweiten Verkapselungsmaterial (64), das den ersten Kernchip
(52A), den zweiten Kernchip (52B) und den Eingabe-/Ausgabechip
(52C) einkapselt,

1.6.1 wobei Rander des ersten Verkapselungsmaterials (44) und ent-
sprechende Rander des zweiten Verkapselungsmaterials (64) in
vertikaler Richtung koplanar sind;

1.7 einem Interposer (70) oder einem Gehausesubstrat (80), der/das sich
unter den IVR-Chips (24A, 24B, 24C, 24D, 24E) befindet und an diese
gebondet ist;

1.8 wobei der erste Kernchip (52A) den ersten und den zweiten IVR-Chip
(24A, 24B) vollstandig Uberlappt und mit diesen elektrisch gekoppelt ist,
der zweite Kernchip (52B) den dritten und den vierten IVR-Chip (24C,
24D) vollstandig tberlappt und mit diesen elektrisch gekoppelt ist, und
der Eingabe-/Ausgabechip (52C) den fiinften IVR-Chip (24E) vollstan-
dig Uberlappt und mit diesem elektrisch gekoppelt ist.*

Hinsichtlich der auf den Anspruch 1 rickbezogenen Unteranspriche 2 bis 10 und

der weiteren Unterlagen und Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulassig und
erweist sich hinsichtlich des in der mindlichen Verhandlung am 8. Marz 2022 ein-
gereichten Anspruchssatzes auch als begrindet, so dass der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse HO1L aufzuheben ist, denn die Anspriiche des in der mundli-
chen Verhandlung eingereichten Anspruchssatzes sind zulassig (8 38 PatG), und
das mit dem Anspruch 1 beanspruchte Package ist durch den ermittelten Stand der
Technik nicht patenthindernd getroffen, so dass es patentfahig ist (§8 1 bis 5 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft gemafd der Beschreibung der Anmeldung eine sog.
CoWoS-Dreischichtstruktur. Dabei steht CowosS fur ,,Chip on Wafer on Substrate®.

Gemald der Beschreibungseinleitung der vorliegenden Anmeldung stellt eine zent-
rale Verarbeitungseinheit (CPU) hohe Anforderungen an die Ein- und Ausgabe
(E/A) und hat einen hohen Energieverbrauch. Eine CPU kann zum Beispiel eine
Vielzahl von Kernen aufweisen und bendtigt eine beachtliche Energiemenge. Ande-
rerseits sind auch die Anforderungen an die bereitgestellte Energie hoch. Zum Bei-
spiel mussen die Versorgungsspannungen sehr stabil sein. Daher kann eine Viel-
zahl von Spannungsreglern mit ein und demselben CPU-Chip verbunden sein, um
Energie bereitzustellen (vgl. Abs. [0002] der geltenden Beschreibung).

Ausgehend vom diesem Stand der Technik liegt der Anmeldung als technisches
Problem die Aufgabe zugrunde, eine Kern-Bauelement-Chips enthaltende CoWoS-
Struktur eines Packages dahingehend zu verbessern, dass die Spannung fur die
Kernchips zur Verfligung stellende IVR-Chips so angeordnet werden, dass sie sich
mit moglichst gleicher Entfernung maoglichst nah an den jeweils zu versorgenden
Kernchips befinden, so dass sich das Layout des Packages bezulglich der Span-
nungsversorgung im Gleichgewicht befindet (vgl. Abs. [0036] der geltenden Be-

schreibung).

Diese Aufgabe wird durch das Package nach dem geltenden Anspruch 1 gel6st.



Die Beschreibung erklart den beanspruchten Gegenstand an Hand der hier darge-
stellten Fig. 9. Diese Figur stellt einen Schnitt durch ein Package mit Halbleiterbau-

steinen dar und zeigt von unten nach oben:

- ein Gehauseunterteil (80),

- einen Interposer (70),

- eine Ebene, in der IVR-(Integrated Voltage Regulation)-Chips (24A bis E) in
eine Vergussmasse (44) eingebettet sind,

- Zwischenverdrahtungsebenen mit dielektrischen Schichten (46) und Metall-
verdrahtungen (48) und

- eine Ebene, in der zwei sog. Kernchips (52A, 52B) und ein Eingabe-/Aus-
gabe-Chip (52C) in einer zweiten Vergussmasse enthalten sind.
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FIG. 9

Die einzelnen Bestandteile weisen gemald Anspruch 1 unterschiedliche Eigenschaf-
ten auf. So besitzen die IVR-Chips an ihrer Oberseite bzw. oberen Oberflache Me-
tallsdulen (40, in Fig. 9 nicht bezeichnet), die an die obere Oberflache des ersten
Verkapselungsmaterials (44) heranreichen und mit diesem in einer Ebene abschlie-
Ren. Die Figur zeigt zudem Durchkontaktierungen (36) durch das Halbleitersubstrat
(vgl. Fig. 2 und 8), von denen einige (36A) in Saulen (40) weitergefuhrt werden,

ohne mit der Schaltung des IVR-Chips in elektrischem Kontakt zu sein, wahrend



andere (36B) mit der Schaltung des IVR-Chips in Kontakt stehen. AuRerdem ist in
einem dielektrischen Teil der IVR-Chips eine Induktivitat (30) ausgebildet.

Die Leitungen (48) oberhalb der IVR-Chips (24A bis E) und des ersten Verkapse-
lungsmaterials (44) dienen genau wie auch der Interposer (70) unterhalb der IVR-

Chips zur Umverdrahtung.

Es werden, wie auch beansprucht, funf IVR-Chips (24A bis E) gezeigt, wovon zwei
(24A, 24B) unter einem ersten Kernchip (52A) und zwei weitere (24C, 24D) unter
einem zweiten Kernchip (52B) liegen und von diesen jeweils vollstandig Uberlappt
werden, was auf Grund der GréRenverhéltnisse zwischen diesen Chips méglich ist.
Sie sind durch die Umverteilungsleitungen mit den jeweiligen Kernchips, unter de-
nen sie liegen, elektrisch verbunden und dienen diesen als geregelte Spannungs-
versorgung. Ein weiterer IVR-Chip (24E) ist unter dem Eingabe-/Ausgabe-Chip
(52C) angeordnet und wird von diesem vollstandig tberlappt. Er stellt auf Grund
seiner elektrischen Verbindung eine Spannungsversorgung fur den Eingabe-/Aus-

gabechip dar.

Die senkrechten Seitenflachen der Vergussmassen (44, 64) liegen in einer gemein-
samen Ebene, so dass sie fir den Fall, dass auch die Zwischenverdrahtungsebe-
nen (46) mit den Vergussmassen abschlie3en, eine ungestufte Oberflache bilden.
Dies gilt nicht fiir den Interposer (70) und den Gehauseboden (80), die, wie in Fig.
9 gezeigt, durchaus Uber die Vergussmassen (44, 64) hinausragen kénnen.

2. Die mit den Anspriichen beanspruchten Gegenstande sind in den urspriinglichen
Anmeldungsunterlagen offenbart, so dass die Anspriiche zuldssig sind (8 38 PatG).

2.1. Wie bereits ausgefuhrt sind die Merkmale des Gegenstands des Anspruchs 1
alle aus den Fig. 9 und 10 der urspringlichen Anmeldung mit der zugehdrigen Be-
schreibung, die auch ein Herstellungsverfahren fir sie betrifft, ersichtlich. Diese bei-

den Ausfihrungsbeispiele weisen jedoch noch weitere Merkmale auf, die nicht in



den geltenden Anspruch 1 Gibernommen wurden. Dies ist dann zulassig, wenn der
Fachmann auf der Grundlage der urspriinglich eingereichten Unterlagen erkennen
konnte, dass auch die den beanspruchten Gegenstand charakterisierenden Merk-
male ohne diese weiteren Merkmale eine technische Lehre darstellen, die in den
ursprunglichen Unterlagen enthalten ist und auf die ein Anspruch gerichtet werden
konnte (siehe Schulte/Moufang, Patentgesetz mit EPU, 11. Auflage, § 38, Rdn. 19;
BGH, X ZR 119/09, Urteil vom 25. November 2014, ,Schleifprodukt‘; BGH, X ZR
12/10, Urteil vom 30. August 2011, ,Antriebseinheit fur Trommelwaschmaschine*,
Rdn. 29, 30). Dies ist hier der Fall.

Als fur die vorliegende Anmeldung zustandiger Fachmann ist hier ein berufserfah-
rener Physiker oder ein Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Hochschul-
oder Fachhochschulabschluss zu definieren, der Uber langjahrige Erfahrung in der
Entwicklung und Verbesserung von CPU-Packages verfugt.

So beansprucht der urspringliche Anspruch 1 ein Package, das bei gleichem grund-
legenden Aufbau nur einen IVR-Chip und einen Kernchip aufweist, was nicht aus-
schlie3t, dass das Package weitere Kernchips oder auch andere Chips enthalt. Der
Fachmann konnte somit auf Grund der Figuren 9 und 10 und auch der ursprtngli-
chen Anspriiche 4 und 5 erkennen, dass auch ein Package, das einen weiteren
Kernchip und einen Eingabe-/Ausgabe-Chip und weitere Spannungsregler enthélt,
die in den grundlegenden Aufbau integriert sind, von den Anmeldeunterlagen mit

umfasst ist. Damit ist Anspruch 1 zulassig.

2.2. Die Unteranspriche 2 bis 10 gehen aus den urspriinglichen Anspriichen 2, 2,
15, 3,7, 6, 8, 9 und 10 hervor. Ihre Merkmale sind demnach ebenfalls urspriinglich
offenbart und zudem in den Fig. 9 und 10 auch explizit ersichtlich oder zumindest in
Zusammenhang mit diesen Figuren beschrieben. Die mit diesen Ansprichen bean-
spruchten Gegenstande sind somit ebenfalls urspringlich offenbart und damit die

Anspriche 2 bis 10 auch zulassig.
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3. Die Lehren der Anspruche sind fur den Fachmann auch ausfuhrbar (8 34 Abs. 4
PatG), da bereits ihr Wortlaut mit den Zeichnungen ausreichend ist, um dem Fach-
mann eine nacharbeitbare Lehre anzugeben. Zudem werden in den Figuren 9 und
10 zwei Ausfuhrungsbeispiele gezeigt, die in der Beschreibung naher beschrieben

werden.

4. Der gewerblich anwendbare (8 5 PatG) Gegenstand des geltenden Anspruchs 1
ist gegeniiber dem ermittelten Stand der Technik neu (8§ 3 PatG) und beruht diesem
gegenuber auf einer erfinderischen Téatigkeit (8 4 PatG) des Fachmanns, so dass er
patentfahig ist (8 1 Abs. 1 PatG).

4.1. Druckschrift D3 zeigt in ihrer hier wiedergegebenen Fig. 8 ein Package, dessen
Herstellung mit Fig. 7 beschrieben wird und das koplanare Seitenflachen der ein-
zelnen Schichten aufweist. Das Package besteht von unten nach oben aus:

- einem Gehéausesubstrat (interconnect structure 260, vgl. Sp. 13, Z. 36 bis 50:
A build-up interconnect structure 260 is formed over active surface 214 of TSV
semiconductor die 212 opposite semiconductor die 124. The build-up intercon-
nect structure 260 includes an electrically conductive layer or RDL 262 formed
using a patterning and metal deposition process such as sputtering, electrolytic
plating, and electroless plating. Conductive layer 262 can be one or more layers
of Al, Cu, Sn, Ni, Au, Ag, or other suitable electrically conductive material. Con-
ductive layer 262 includes horizontal and vertical portions for electrical intercon-
nect. One portion of conductive layer 262 is electrically connected to conductive
vias 218. Other portions of conductive layer 262 can be electrically common or

electrically isolated depending on

128~ 240 130 |/ the design and function of semicon-
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(molding compound 228) befindet (vgl. Sp. 13, Z. 34 bis 36: ,FIG. 7p shows
semiconductor die 124 and TSV semiconductor die 212 surrounded by encap-
sulant 240 or MUF material 242 after the grinding operation.”) und Metallsaulen
(TSV = through silicon via 218) aufweist, deren Oberseiten koplanar zur Ober-
seite des ersten Verkapselungsmaterials (228) sind (siehe Fig. 8),

- einer Umverdrahtungsstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von Umvertei-
lungsleitungen (conductive layer 230) und einer isolierenden Schicht (insulating
or passivation layer 232, vgl. Sp. 12, Z. 21 bis 34: ,In FIG. 7i, an electrically
conductive layer 230 is formed over surface 227 of TSV semiconductor die 212
using PVD, CVD, electrolytic plating, electroless plating process, or other suita-
ble metal deposition process. Conductive layer 230 can be one or more layers
of Al, Cu, Sn, Ni, Au, Ag, or other suitable electrically conductive material. Con-
ductive layer 230 operates as contact pads or UBM layer for electrical intercon-
nect. Conductive layer 230 also includes redistribution layers and z-direction
conductive vias for routing electrical signals horizontally and vertically. One por-
tion of conductive layer 230 is electrically connected to conductive vias 218.
Other portions of conductive layer 230 can be electrically common or electrically
isolated depending on the design and function of semiconductor die 124 and
212.*) und

- einem zweiten Chip (semiconductor die 124), der sich in einem zweiten Verkap-
selungsmaterial (encapsulant 240) befindet (vgl. Sp. 13, Z. 3 bis 8: ,In FIG. 7I,
an encapsulant or molding compound 240 is deposited at the reconstituted wa-
fer level over and around semiconductor die 124 and TSV semiconductor die
212 using a paste printing, compressive molding, transfer molding, liquid encap-

sulant molding, vacuum lamination, spin coating, or other suitable applicator.”).

Druckschrift D3 zeigt in den Figuren 8 und 9 nur jeweils einen unteren Chip (212)
und einen oberen Chip (124), doch kdnnen gemalf der Beschreibung an Stelle des
jeweils einen Chips auch mehrere gesetzt sein (vgl. Sp. 2, Z. 5 bis 8: ,The term
“semiconductor die” as used herein refers to both the singular and plural form of the

words, and accordingly, can refer to both a single semiconductor device and multiple
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semiconductor devices.”), so dass auch eine Ausfuhrungsform mit mehreren unte-
ren Chips (212) im ersten Verkapselungsmaterial (228) und mehreren oberen Chips

(124) im zweiten Verkapselungsmaterial (240) offenbart ist.

Wie aus den Figuren 8 und 10 der Druckschrift D3 ersichtlich ist, tGberlappt dort
jeweils der obere Chip (124) den unteren Chip (212) vollstandig.

Druckschrift D3 gibt nicht an, dass die Chips (212, 124) des Packages eine be-
stimmte Funktion haben missen. Sie gibt beispielshaft an, dass es sich bei dem
unteren Chip um einen digitalen Signalprozessor, ein ASIC einen Speicher oder
einen anderen signalverarbeitenden Schaltkreis handeln kann (vgl. Sp. 11, Z. 31 bis
42: ,Each semiconductor die 212 has a back surface 215 and active surface 214
containing analog or digital circuits implemented as active devices, passive devices,
conductive layers, and dielectric layers formed within the die and electrically inter-
connected according to the electrical design and function of the die. For example,
the circuit may include one or more transistors, diodes, and other circuit elements
formed within active surface 214 to implement analog circuits or digital circuits, such
as DSP, ASIC, memory, or other signal processing circuit. Semiconductor die 212
may also contain IPDs, such as inductors, capacitors, and resistors, for RF signal
processing.”). Dieselbe Angabe wird auch fur den oberen Chip (124) gemacht (vgl.
Sp. 7, Z. 2 bis 11: ,Each semiconductor die 124 has a back surface 128 and active
surface 130 containing analog or digital circuits implemented as active devices, pas-
sive devices, conductive layers, and dielectric layers formed within the die and elec-
trically interconnected according to the electrical design and function of the die. For
example, the circuit may include one or more transistors, diodes, and other circuit
elements formed within active surface 130 to implement analog circuits or digital
circuits, such as digital signal processor (DSP), ASIC, memory, or other signal pro-

cessing circuit.”).
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Ein bestimmtes Beispiel fur die Funktion der Chips wird dem Fachmann durch die
Druckschrift D7 nahegelegt. Diese offenbart ein Package, das IVR-Chips, also
Spannungsreglerchips (voltage regulator chips 120), gemeinsam mit einem als Mik-
roprozessor ausgefihrten Mikrochip (microelectronic device 112, vgl. Abs. [0026]:
,In an embodiment, the microelectronic device 112 is a processor manufactured by
Intel Corporation of Santa Clara, California.”) enthalt und so wie in den hier abgebil-
deten Fig. 1 und 2 aufgebaut ist. Die Spannungsreglerchips befinden sich auf einem
Gehausesubstrat (pin socket 228) oder einem Interposer (second bumpless, build-
up layer BBUL 118) und sind in ein Verkapselungsmaterial (core 116 bzw. 216)
eingebettet. Darliber befindet sich eine Vielzahl von Umverdrahtungsleitungen, die
sich in einer Umverdrahtungslage (first BBUL 114 bzw. 214) befinden. Darauf ist
der Kernchip (microelectronic device 112 bzw. 212) angebracht, der die Spannungs-
reglerchips (120 bzw. 220) Gberlappt (vgl. z.B. Abs. [0035]: ,FIG. 2 also illustrates a
mounting substrate such as a pin socket 228 as part of the package 210. The pin
socket 228 depicts a plurality of pins, one of which is designated with the reference

numeral 232. In an embodiment, the pin 232 represents a pin-out capability for the
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voltage regulator on a chip 220 at a location that is below the first BBUL 214. Simi-
larly if the microelectronic device 212 is present, the pin 232 represents a pin-out
capability for the microelectronic device 212 at a location that is below the first BBUL
214"). Das Package weist somit einen Aufbau auf, der dem aus Druckschrift D3 sehr
ahnlich ist, abgesehen davon, dass der Kernchip sich in keinem Verkapselungsma-
terial befindet. Es liegt fur den Fachmann somit nahe, in Druckschrift D3 den oder
die unteren Chips als Spannungsreglerchips auszufiihren und den oder die oberen

Chips als Kernchips.

Jedoch enthalten weder Druckschrift D3 noch Druckschrift D7 einen Hinweis auf
einen Eingabe-/Ausgabechip der gemeinsam mit den Kernchips und den Span-

nungsreglerchips im Package enthalten ist, so dass sie das mit Anspruch 1 bean-

spruchte Package 200
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Zusammenstellung 2
der Chips, so dass das beanspruchte Package als auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruhend gilt (8 4 PatG). Es ist demnach patentfahig (8 1 Abs. 1 PatG).

5. An den Patentanspruch 1 kdnnen sich die Unteranspriiche 2 bis 10 anschliel3en,
da sie vorteilhafte Weiterbildungen des beanspruchten Packages, welche nicht platt

selbstverstandlich sind, darstellen.

6. In der in der mundlichen Verhandlung am 8. Méarz 2022 angepassten Beschrei-
bung ist der Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, angegeben und die
Erfindung anhand der am 1. Marz 2016 im Deutschen Patent- und Markenamt ein-

gegangenen Zeichnung ausreichend erlautert.
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7. Bei dieser Sachlage war der angefochtene Beschluss aufzuheben und das Patent

wie beantragt zu erteilen.
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lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensméangel gerugt wird, namlich

1. dass das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaflig besetzt war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder we-
gen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrick-
lich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfah-
rens verletzt worden sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Be-
volim&chtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzu-
reichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméach-
tigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die
elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische Post-
stelle des Bundesgerichtshofs ist Uber die auf der Internetseite www.bundesge-
richtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar. Die Einrei-
chung erfolgt durch die Ubertragung des elektronischen Dokuments in die elektro-
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nische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu verse-
hen.

Dr. StroRRner Dr. Friedrich Dr. Zebisch Dr. von Hartz



